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Pale de microélectronique Rhone-Auvergne
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Resistance

VIICRHAU
Pale de microélectronique Rhone-Auvergne
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A Capa...

MICRHAU

Pale de microélectronique Rhone-Auvergne

1.571E-5-
« CMS : COG/NPO =>valeur max (de taille :1210 )=» 100nF  za00es
by V' . . TL 1.200E-5
« Tantale : a éviter, PB de vieillissement A =S
PRAN
+ Capa CMS X5R X7R, YUV ... R I Y S,
- d t°C diminue C diminue st H B B S
quan ’ AR RN
2.000E-6 e
. ’ ’ ambiant 0.000E+0
« Capa intégreé [OK] (M) Fg?*“
° Danger teCh no ‘h ig h ké’ K=£(T)/ 80 1.0E+11.0E+2 Fr;q?‘i::v 1.0E+61.0E+7
— Modif de la capa a froid=>vth A~ -
/ Measured capacitance Measured ESR \
Capacitor type (100 nF at 300 K) f\ T -
77K 4K 300K 77K 4K
1 kHz 76 Q 574 Q S.6MQ
XTR ceramic 213 nF 34nF 10 kHz 15Q 64 Q 400kQ
100 kHz 03Q 76Q 62kQ
1 kHz 93Q 3940 Q 3%510Q
Y5V ceramic 1.8 nF 0.9nF 10 kHz 18Q 410Q 360 Q
100 kHz 06Q 0Q 0Q
NPO . 1 kHz 21Q 2Q iQ
NP0 gg}a&x&) 1002 nF 99.7 nF 10 kHz 03Q 04Q 01Q
100 kHz 02Q 0.02Q 005Q
1 kHz 42Q 37Q 340 Q
Polyester 71.8nF 15.3nF 10 kHz 18Q 00 6Q
100 kHz 08Q 19Q 18Q
1 kHz 21Q 44Q 3ilQ
PPS 92 nF 832nF 10 kHz 11Q 02Q 025Q
100 kHz 02Q 0.02Q 03Q
\ http://hal-obspm.ccsd.cnrs.fr/hal-00623399/document /
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A Delai inverseur

Pale de microélectronique Rhone-Auvergne

8- = JUP o | ** :
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5: CORELIBOLY42 / . . ... .. K DY 42 * [+ - -
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~__~—delai ~constant de -200°C a 30°C

MICRHAU

Pale de microélectronique Rhone-Auvergne

 Enjouant sur les variations inverse de rpoy2 et rpolyh en température

Au premier ordre pour conserver l ﬁ ]
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N 1/f noise
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contraignantes. Radeka, De Geronimo NSS2010
Sinon, les resultats sont > Augmenter L : la largeur des
eloignes des predictions... transistors a W/L constant =

augmentation de la surface
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MICRHAU N N \
Pdle de microélectronique Rhone-Auvergne 10 - 10 -
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Pale de microélectronique Rhone-Auvergne

LARZIC 2014
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Setup instrum’

- BOM:
four (-70°C +180°C) , géné, Alim, ohmMetre (pt100), rpi...

Padle de microélectronique Rhone-Auvergne

* LN2 a P’air libre = pas d’obligation de cryostat fermé
« TODO : circulation LN2 pour test asservit de -200°C -
70°C dans four asséché

ymax(Vout) : "ta 20005

data_10.0.lg

1.4 b ---;--------;-rata_-d0.0.Iug
: : .. Jdata_-50.0.log
12 b ST data_-60.0.log

a
&
data_-70.0log < | |
1 : e
0.8 -
¥ Measure PImax(C1)
0.6 b alue 802my

0z - f . . : : i
. ; ; ; ‘ . Vin
[} 0.2 04 0.6 08 1 1.2
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APPL PGV 5 0, 1.0
MEAS CURR DC? P6V

FOUR

CLSW
PAST? CUST, P1

1mport AL1mE3631A, OscillowavePro, PulseGenerator8l1160A VOLT 12

pwr = ALimE3631A.AlimE3631A(" /dev/ttyUsSBO") [ - FREQ_ 1KHz
0SC OscillowavePro.0OscillowavePro('192.168.0.45"') - T
pul = PulseGenerator8l160A.PulseGenerator8l160A('192.168.0.¢ 3!

pul. ("vOLT 1.2")
pul. "FREQ 1KHz")

pwr. "APPL P6V, 5.0, 1.0
print pwr.send(”ME~>. “URR: DC
osc.send("CLSw")

print osc.getMeasurement(l) #

Merci beaucoup a Loup BALLEYGUIER pour son aide sur les drlvers (CDD%Jum 2015)

=>» https://github.com/ebecheto/testbench
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N Composants discrets

MICRHAU
Pble de microélectronique Rhone-Auvergne

* GPIO expander [OK] , testé dans LN2 : NXP, Ti
« LDO . mais PSRR diminue, testé : TPS73233

— Paper : Evaluation of Voltage Reference Circuits and N-Channel Field
Effect Transistors at Low Temperatures,
Richard.L.Patterson@grc.nasa.gov

* dream_twepp2014.pdf - reqgulateur integré !
« DC/DC ? [non testég]
* Relai,Moteur [pass/fall]
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A Tips and traps

MICRHAU
Pale de microélectronique Rhone-Auvergne

 Eviter les connecteurs a ressort (JLCC) = souder
les ASIC et les connecteurs

« Sicondensation lors d'un réchauffement = eau
possible sous les composants

/\\ auto-echauffement | conduct. therm. LN2 : 24mW/m-1K-1 |

vide gaz liquide oooo
(]
(o)
DUT DUT DUT

Préférer un Bandgap a un miroir de courant simple
PSRR = circuits différentiels

R(T) S lner (T)
ouT

|

Vth(T)
C M, ME
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T Conclusion cryo

MICRHAU
Pale de microélectronique Rhone-Auvergne

« Bsim Models : Res, cap, Vth [OK]
« /\ power supply /I\

 Digital design should work.

* 1/f noise ...

* || existe actionneur =» moteur
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